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Aufgabe 11.1

Gegeben seien folgende Parameter einer Diode Is=2nA, N=1,7, BV =200V, Ibv =1mA, Cjo=10pF,
Fc=0,5, M=04, Vj=0,7V und Tt =20ns. Bestimmen Sie in den Arbeitspunkten Ip = 10 mA
(Durchlassbereich) und Ip = —1mA (Durchbruchbereich)

a) die Spannung Up iiber der Diode, 1P
b) den differentiellen Widerstand rp der Kleinsignalersatzschaltung, 2P
c) die Sperrschichtkapazitit Cs und 2P
d) die Diffusionskapazitit (nur fiir Ip = 10mA) . 1P

Aufgabe 11.2

Was sind die (zwei) Vorziige einer Schottky-Diode gegeniiber einer pn-Diode?
1P

Aufgabe 11.3

Fiir welche Anwendungen dienen die nachfolgenden Diodentypen und was sind wichtigen Spice-
Parameter (nach denen die Bauteile ausgewihlt werden) fiir diese Anwendung

a) PIN-Dioden, 1P
b) Kapazitatsdioden und 1P
¢) Z-Dioden. 1P

Hinweis: Wissensfragen bitte stichpunktartig (kurz) beantworten.



